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Mitsubishi Electric ve Tokyo Universitesi SiC Gii¢ Yar1 Iletken
Direncini Ucte-Iki Oraninda Diisiirecek Faktorleri Belirledi

TOKYO, 5 Arahk 2017 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ve Tokyo Universitesi, bugiin

gii¢ yart iletken modiillerinde silikon karbiir (SiC) gii¢ yar1 iletken cihazlarinin direncini tespit etmek icin

diinyada ilk kez ii¢ ayr1 elektron sagilimi mekanizmasinin etkilerini belirlediklerini agikladilar. Aragtirmada,
sarjlardan elektron sagiliminin bastirilmast sonucunda SiC arayiiziinde direncin f{i¢te iki oraninda
azaltilabilecegi belirlendi. Bu kesif sayesinde, SiC gii¢ yar1 iletkenlerinin direncinin diisiiriilmesi ve

boylelikle giic ekipmanlarinin enerji tiiketiminin azaltilmasina katkida bulunulmasi bekleniyor.

Gelecekte, Mitsubishi Electric SiC gii¢ yar1 iletken cihazlarinin direncini daha da diisirmek i¢in SiC metal-
oksit- yar1 iletken alan-etkili transistoriiniin (SiC) MOSFET tasarim ve spesifikasyonlarini gelistirmeye
devam edecek. Bu aragtirma basarisi ilk olarak 4 Aralik’ta (PST) San Francisco, California’da diizenlenen
Uluslararasi Elektron Cihazlar1 Toplantisinda (IEDM2017) agiklandi.
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Resim 1 SiC arayiiziinde direnci sinirlandiran faktorler Resim 2 Direng sinirlandiran faktorlerin etkileri

Mitsubishi Electric’in iiretimi tamamlanan cihazlar lizerinde gerceklestirdigi analizlerde, sarjlarin ve atomik
titresimin SiC arayiiziinde elektron sac¢ilimi {izerinde dominant bir etki yarattigi tespit edildi. Tokyo
Universitesi’nin gelistirdigi teknoloji kullanilarak, atomik titresime dayali elektron sagiliminin Slgiimii
yapildi. Her ne kadar SiC arayiiziiniin sertligi, SiC arayiiziindeki sarjlar ve atomik titresim olmak iizere {i¢
faktoriin SiC arayiiziinde elektron sagilimini siirlandirdig bilinse de (bkz. Resim 1), her bir faktoriin katkisi
tam olarak bilinmemekteydi. Sarjlarin etkisini teyit etmek {izere elektronlarin SiC arayiiziinden ¢esitli nano
metrelere dogru uzaklastirildigi diizlemsel tipte bir SIC-MOSFET iiretildi. Sonug olarak, Mitsubishi Electric
ve Tokyo Universitesi, SiC arayiiziiniin sertli§inin ¢ok az etkisinin oldugu ancak SiC arayiiziindeki sarjlarmn

ve atomik titresimin dominant faktorler oldugu ilk kez kesin olarak onayland1 (bkz. Resim 2).
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Eski bir diizlemsel tipte SiC-MOSFET cihaziyla karsilastirildiginda, elektronlarin SiC  arayiiziindeki
sarjlardan uzaklastirilmasi saglanarak elektron sagiliminin bastirilmasi sayesinde direng iigte iki oraninda
azaltildi. Karsilagtirma i¢in kullanilan eski diizlemsel tipte cihaz, Mitsubishi Electric’in irettigi SiC-

MOSFET ile ayni arayiiz yapisina sahipti.

Test kapsaminda, Mitsubishi Electric diren¢ sinirlandiran faktorlerin tasarim, iiretim ve analizini
gerceklestirirken, Tokyo Universitesi elektron sacilimi faktdrlerinin dl¢iimiinii yapt1.

On Bilgi
Ev elektronigi, endiistriyel makineler, trenler vs. igin kullanilan gii¢ ekipmanlarinin minimum ebatlarla

maksimum verimlilik saglamasi beklenmektedir. Mitsubishi Electric, giic ekipmanlarinin temel
bilesenlerinden olan giic yar1 iletken modiilleri i¢in SiC giic yar iletken cihazlarinin kullanimim
hizlandirmaktadir. SiC gii¢ yan iletken cihazlarmin direnci, geleneksel Si gii¢ yar1 iletken cihazlarina gore
daha diisiiktiir ve bu direnci daha da diislirmek icin SiC arayiiziinde direncin 6zelliklerinin dogru anlagilmasi
son derece Oonemlidir. Ancak simdiye kadar, elektron sagilimini belirleyen direng sinirlandiric1 faktorleri
ayrica 0lgmek konusunda giicliik ¢ekilmekteydi.
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Mitsubishi Electric Corporation Hakkinda

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), giivenilir ve yiiksek kaliteli iiriinler tiretmekte 95 yil1 agkin
tecriibbeye sahiptir ve bilgi islem ve iletisim sistemleri, uzay gelistirme ve uydu iletisimleri, tiiketici
elektronik cihazlari, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve ingaat makinelerinde kullanilan elektrikli ve
elektronik donanimlar {iretimi, pazarlamasi ve satisinda diinyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul
edilmektedir. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” ve cevre ilkesi “Eco Changes”
dogrultusunda kiiresel ve Onde gelen ¢evre dostu bir sirket olmak ve toplumu teknolojileriyle
zenginlestirmeyi hedeflemektedir. Sirket 31 Mart 2017°de sona eren mali yilda 4,238.6 milyar yen (37.8
milyar ~ US$¥) konsolide grup satist  gerceklestirdi. Ayrintilt  bilgi icin  bkz.:
http://www.MitsubishiElectric.com

* Tokyo Doviz Borsasinin 31 Mart 2017°de ilan ettigi 1 USD = 112 yen kambiyo kurundan hesaplanmustir.
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